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Alta Impedancia
Parasitas RC em Portas CMOS
Célula RAM

vrbes INF.

Alta Impedéncia (Z)
Inversor Tri-State INVTR)
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* PODE-SE PENSAR EM QUALQUER PORTA LOGICA
COM SAIDA TRI-STATE OU ALTA-IMPEDANCIA (Z) !!!
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Uso de Porta Tri-State ...

*NAO E PERMITIDO EM CMOS :
El __
E2
En —

El

E2

curto-circuito !
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* BARRAMENTO DE SINAIS :

barramento
E1l de dados
(BUS)
C1
EZ% C2
C1 | S
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Consumo (Dissipagio de Poténcia)

« Corrente de Carga: lout
« Corrente de Curto-Circuito:

* consumo estatico = 0
« consumo dindmico (transi¢do) = Iout + Icc
« consumo total = estatico + dindmico

Vout

[ /.

Ivee

* A variacao de W e L afeta o
tempo de transi¢do dos sinais e
o consumo da porta logica.

* CORRETO : £ %
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Portas Légicas (revisdo ...)
INV OR AND XOR
(NOR) (NAND) (XNOR)
E=S S=E1+E2 S=El°*E2 S=E1®E2

E<>FS 5= S

El
E2

s s

El E1l
[ — S E2 a S
E| INV El E2 | AND NAND|OR NOR|XOR XNOR
0| 1 00| 0 1 T[]0 1
0 1| 0 1 0| 1 0
T 1o 0 1 ol 1 0
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Porta Légica CMOS (revisiio)
(revisdo ...) Se G =5V (‘1) Se G =0V (‘0°)

Chave aberta (off) Chave fechada (on)

PMOS: 9 |S S Vee =5V
¢ =) | Gl G=0, |
‘ Légica PMOS
b b D Sinais Sinal
de [~ de
entrada saida
s Se G =0V (‘0°) Se G =5V (‘1)
NMOS: Chave aberta (off) Chave fechada (on)
S S
G
—ﬁ - | T
G=0 G=1 =
> >t =
N §<| ; Gnd =0V
D D
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Resisténcia de Canal do Transistor
+ v -
1
R=p. L —> I
W.T T P
L /'W
Lei de Ohm: 1
lﬂ v + Transistor ndo € ‘chave ideal’.
« Canal do transistor = resisténcia
e vy . .
S Vi D « Transistor conduzindo:
resisténcia pequena (R = 0
i peq
canal do transistor « Transistor ‘cortado’:
resisténcia muito alta (R = %)
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Inversor CMOS : Capacitéancia (C)
(resisténcia parasita) Al r=1
+
0 1’ 5V v =9
=) C ) .
k R R=10K
/ J‘ '
E S - .
\ T dielétrico
(isolante)
= R R=10K
+
o 0’ 5V v=2?
- C=dQ/dv
T r=1
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Inversor CMOS :
(capacitincia parasita)

R T

=1
0 - N vVeE=2?)

C=InF
T
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Célula de Memoria RAM Estatica

Célula de Memoria (1 bit)

E. E. Memoria de Leitura e Escrita
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Dimensionamento do Transistor MOS

Andlise de ‘1t (‘on’) e C: G _| ﬁw
L

*W1t:r| e C?
L t:rt e C?
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Memoria RAM

Célula de Memoria RAM do Banco de Registradores do processador 8085 (NMOS)

Sele¢iio
Dado
Entrada / Saidaﬂ
Dado Conversor e m Leitura/Escrita
——|Circuito Leitor
Leitura/Escrita
Dado in /out
Barramento de dados: Dado e Dado
Barramento de enderegos: E; (Selegao da Palavra)
urees INF. Gircuitos Digitais
Meméria RAM

Dado
E; E;

1

Dado
Dado Conversor e Noa~
—p | Circuito Leitor Dado
Leitura/Escrita S
. Dado in /out
Escrita: U
1- Coloca valor a ser escrito no barramento de dados. AV*>4
. . Terra
2- Aciona enderego da palavra a ser escrita.

3- Valores existentes no barramento de dados sdo gravados na célula
independentemente do valor existente anteriormente, devido a grande
capacitancia do barramento de dados.
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Meméria RAM
L L

Pré-Carga

Dado (14 1 29
Dado

Dado e Convenore | 55
— | Circuito Leitor
Leitura/Escrita
Dado in /out
Leitura:

1- Carrega-se os barramento com o valor “1” (PRE-CARGA).

2- Aciona enderego da palavra a ser lida.

3- Valores existentes na célula memoria sdo transferidos para o barramento,
que se descarrega pelo “lado” que esta em “zero”.




Circuitos Digitais




